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Stand der Technik 

In den Dmckschrifien DE-OS 43 41 269 (Dl) und DE-P 195 49 202 (D2) werden die 
grundsatzlichen Konstaiktioasmerkmale von mit Kunststoff ummantelten Einpressdioden 
beschrieben. In den Figuren 3 und 4 ist dieser Stand der Technik aufgezeigt. Eingesetzt 
werden solche Einpressdioddn beispielsweise in der Qleichrichterbriicke.von 
Drehstorageneratoren in Kraftfahrzeugen. . 



Vorteile der Exfindung 

kleine Bauhohe {< Sitmi) 
beidseitig einpressbar 

Hartverguss, langere Lebensdauer bei Temper aturwechseln, hdhere mechanische 
Robustheit (Schuttgut mdglich) 
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Die Vorteile werden erzielt mit eiiier Diode, insbesondere Einpressdiode mit einem Chip, 
der tlber Lotschichten rait einem ersten Teil, insbesondere einem Kopfdraht und einem 
zweiten Teil, insbesondere einem Sockel verbindbar ist, mit einer 
Kunstsrtoffummantelung, die -vvenigstens im Bereich des Chips vorhanden ist und eine 
mechanische Verbindimg bildet, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Teil ein 
Gehause bildet, das die KunststoflEummantelung zumindest teilv/eise umschlieBt und 
wenigstens eine Hinterschneidung B vorhanden ist, 

Das Gehause bzw. der Sockel ist aus einem guten elektrischen und/oder gut 
wSnneleitenden Material. 

Die H5he a des Sockels wird so gewShlt wird, dass eine ausreichende Verklammerung 
von Sockel und Kopfdraht erhalten wird betrSgt mindestens 0,5 bis 0,8 Millimeter. 

Das Gehause kaim Fasen bzw. Einfuhrschragen C, D aufweisen, die ein beidseitiges 
Einpressen der Diode in einen Gleichrichter erraoglichen. 

Die KunststoffLimmantelung zwischen dem Gehause und dem Chip besteht aus 
wenigstens einer Hiilse und einem mit Vergussmasse ausgefullten Bereich. 

Das Gehause bildet einen Topfrand, mit einem ersten Innendurchmesser und einem 
Bereich A mit verringertem Innendurchmesser. - 



Zeichniing* 
FIGl : Zusaiamenstellungszeichnung 
FIG2: Zeichnung Diodensockel (M-Sockel) 



- 3 - 



R. 307302 



Beschreibung 



Aus <?(«^ Patentanmeldungi .VE^P^'^^ 2o2- 3ind die grundsat zlichen 
Konstruktionsmerkmale einer mit Kunsfetoff uinmantelten Einpressdiode bekannt. 
Diese Dioden haben eine Bauhohe von 8min. ' Viele neuere und zukiinftige' 
Generator konstruktionen bieten fur diese Bauhohe nicht mehr geniigend Raum. 

Wei i'&.trt^ I K. ist eine flache Diode mit topfartig gestaltetem Gehause 

bekannt, die nur noch eine Bauhohe von 4iraii aufweist-, Beiiti 
Einpressen dieser Topfdiode in das Gleichrichterblech wird der Rand des 
Gehauses zwangslaufig durch die Presspassung zwischen Diode und Einpressblech 
nach innen verformt und druckt auf .die -den Chip schiitzende- 
Kunststoffummantelung. Urn diese .Verformungen auf zunehmen/abzuf angen ist die 
Kunststoffummante.lung bei der fe'eiri?v*v#»]fep:opf diode aus einem elastischen, 
guiraaia:^tigem Weichverguss (geftalltes Silikon) . Daraus ergibt sich direkt der 
Nachteil, dass etwaige Zugbelastungen sich direkt auf das Lot bzw. den Chip 
auswirken. Ira Fall der jpe^Cft Am Diode wird dieses Problem durch eine 
Zugentlastung im Kopfdraht gelost, welche allerdings widerum die Handhabung als 
Schtittgut verbietet und eine Magazinierurig der Dioden bei Tranport und 
Verarbeitung unerlaJilich macht, Mit der elastischen Dmraantelung ist zudem keine 
sichere Verklammerung von Diodensockel und -kopfdraht gegeben, so dass Lot und 
Chip bei Temperaturwechseln nicht durch die Ummantelung entlastet werden. 
Konsequenz ist eine geringere Lebensdauer der Diode - 

Gegenstand dieser Erfindung. j ist eine Diode gemSJi Fig 1, bestehend aus 

folgenden Koiaponenten : 

1. Sockel 

2. HUlse 

3. Chip* 

4. Kopfdraht 

5. Lot . 

6. Lack 

7. Kunststoff ummantelung 



1 Sockel' 

Der Sockel wird aus Grunden der guten elektrischen Leitf ahigkeit und 
Warmeleitfahigkeit aus hochreinein Kupfer hergestellt. Herstellung, insbesondere 
auch der Hinterschneidung^ im Wesentlichen analog zum Sockel in der 
Patentanmeldung^^^-fSilS/lZi^Dabei ist darauf zu achten, dass das Mass a 
ausreichend groft gewahlt ist, um fiXz die Verklammerung von Sockel und Kopfdraht 
durch die Kuilsts toff ummantelung genttgend Raum zu bieten: in diesem Fall 0,8mm, 
mindestens jedoch 0,5mm. Ein kleineres Mali wirkt sich verkUrzend auf die 
Lebensdauerbei Temperaturwechselbelastung aus . Im oberen Bereich vergr5fiert 
sich der Innendurchmesser des „Topf randes^^ und schafft so einen Abstand 
zwischen montierter Htilse (2) und Sockelrand. 

Obeirkante und Onterkante verftigen iiber Fasen .bzw. Einftihrschragen C und D. 

Zur Hersteilung der L5tbarkeit wird auf das Kupfer stromlos eine Nickel schicht 

aufgebracht 

2 - Hulse 

Die Htilse besteht besteht aus einem Polyester wie zum Beispiel PET oder PBT und 
dient als ' Form fur die Kunsts toff ummantelung (hier: quarzgeftilltes Epoxid) . Die 
Hulse dichtet den unteren Bereich ab 



3. Chip 

Entsprechend der elektrischen Anf order ung en . 

4 . Kopf dxaht 

Form und Funktion nach Stand der Technik. Grolie (vor allem Durchmesser ) an 
Chipgrofie bzw. Chipauf lagef IMche des Sockels angepaJit. Durchmesser 
Kopfdrahtteller <. Durchmesser Chipauflage des Sockels. Material und Oberfiache 
identisch mit Sockel (1) . 

5. Lot 

Stand der Technik 

6 . Lack ( op ti. onal ) 
Stand der Technik 

7 . Kunststof f Tjinmantel"ang 

Die Kunststof fummantelung besteht aus einem quarzgefUllten Epoxid 
(Hartverguss) , nach Stand der Technik. 

Vor telle /Funlction dieser Erfindunq 

Bei einer Topf diode » ^. Tec^*«/(^ist ein Hartverguss nicht moglich, da 

sich beim Einpressen der Diode durch die Verformung des Randes und die daraus 
resultierende Kraft auf den Verguss, Risse bilde'n, die zu " einer Undichtheit der 
Onrnantelung fiihren. 

Durch das Einftigen einer Kuilststoffhiilse (als Form fiir den .Hartverguss ) mit 
einem Abstand zwischen dem Kupferrand und der Hulse iibt die Verformung .des 
Kupferrandes wahrend des EinpressVor gangs keine Kraft auf den Hartverguss 
aus. Der Spalt A mufi dabei mindestens so grpfi sein, wie die Differenz zwischen 
den Durchmessern von Einpressloch und Diode (geivahlt; cai.Or^mm) . 



Zum beidseitigen Einpressen der Diode sind sowohl oben wie auch unten die 
Fasen/Einfuhrschragen C und D vorgesehen. Die Diode kann so mit einem 
ringfonaigen Stempel entweder von unten oder von oben eingepresst werden. Beim 
Einpressen' von oben dient die ringformige FlSche-E als Kontaktf lache fiir den 
Einpressstempel . Beidseitige Fasen zum beidseitigen Einpressen einer Diode sind 
bereits aus der Patentmeldung (US0145189A1) 
bekannt. Allerdings handelt es sich in der Ausfuhrung dann um eine Diode mit 
Weichverguss mit den daraus welter oben erlSuterten Nachteilen. AuJierrdem wird 
der Diodentopf in der erwahnten Erfindung oben abgedichtet . 
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AnsprQche 

10 1. Diode, icisbesondere Eiaprassdiode mit einem Chip, dor liber Lotscbichten mit etnem 

ersten Teil, insbesondere einem Kopfdraht und elnem zweiten Teil, insbesondere einetn 
Sockel verbindbar ist, mit einer Kunststoffiimrnanteloina die wenlgstens im Bereic^ des 
Chips vorhanden ist und eine mechanische Verbiadung biidet, dadureh gekennzeichnet, 
dafis das zweite Teil ein Gebause bildet, das die Kunststoffbmmantetung zumindest 
1 5 teilweise umsctalieBt und wenlgstens eine Hinterschneidung B vorbanden ist. 

2 . Diode, insbesondere Einpiessdiode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das GehMuse bzw. der Sockel aus einem guten elektrischen und/oder gut warmeleitteiden 
Materialist 

20 

3. Diode, uisbesondere Einpressdiode nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekeniuseicfanet, 
dass die H5he a des Sockels so gewahit wird, dass eine ausrelcbende Verklammening von 
Sockel und Kopfdraht erhalten wird und mindestens 0,5 Ins 0,8 Millimeter betrSgt 

25 4. Diode, insbesondere Einpressdiode nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch 

gekennzeichnet, dass das QebEuse Fasen bzw. Einfllhrschragen C, D aufweist, die efai 
beidseitiges Einpressen der Diode in einen Gleiohrichter eimogli^hen. 



30 5, Diode, insbesondere Einpressdiode nach einem der vorhergehenden Ansprllche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst$toffumraantelung zwischen dem GehSuse und 
dcm Chip aus wenigstens einer HOlse und einem mit Vergussraasse ausgefiillten Bereieh 
besteht. 
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6. Diod^ tosbesfflidere Einpressdiode naoh einem der vorhergehenden AnspfQche. 
dadurch fiekemizeictmet, dass das Gehaus© eine Topfiand bildet, tnit einem ersten 
Innendurehmesser und einem Bereich A mlt verringertem Innendurchmesser. 
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